BSXP65 BSXP66 BSXP67

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: UNITRA-CEMI

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny n-p-un w obudowie metalowej
TO-18 lub TO-46, kolektor polaczony elek-
trycznie z obudowa
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WartoSci charakterystyczne®’
min typ max
Ucsricpo 60 V | przy Icgo = 10 pA
Ucsriceo 30 V | przy I = 10 mA
Usroeso 5 V | przy Iggo = 10 pA
Icpo 10 nA | przy Ucgo =50V
Icpo 3 wA | przy Ucgo = 50 V, tamp = 100°C
Igpo 10 nA | przy Uggo =3V
Jr 250 MHz | przy I = 20 mA, Ugg = 10 V
Cazp 8 pF | przy Ucsg =10V, f=1 MHz
Ci1p 20 pF | przy Ugg =05V, f=1 MHz
Topr Ce 300 ps | przy Ic = 20 mA, Ugg =20V,
f= 50 MHz
ton 35 ns
forr 80 ns
BSXP 65 BSXP 66 BSXP 67
Upksar <1,3 <1,3 <1,3 A% przy Ic = 150 mA, Iz = 15 mA
Uggsat <2,6 <2,6 V | przy I = 500 mA, Ip =50 mA
Uck sar <0,4 <04 <0,4 A" przy Ic = 150 mA, Iz = 15 mA
Uck sar <1,6 <1,6 v przy Ic = 500 mA, Iz = 50 mA
515 > 20 > 20 przy Ic = 0,1 mA, Ugg =10 V
e >12 >25 >50 przy Ic =1 mA, Ucg =10V
My >17 >35 >75 przy Ic = 10 mA, Ucg = 10V
- 2060 40120 100300 przy Ic = 150 mA, Ucg =10 V
- 20 30 przy I = 500 mA, Ugp = 10 V
ha1E 10 20 50 przy I =150 mA, Ucp =1 V
hy1g 8 16 40 przy I = 150 mA, Ucg =10V,

D tamp = 25°C

! tamp = —40°C




BSXP65 BSXP66 BSXP67

Wartosci graniczne
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Rys. 1-641. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-642. Charakterystyki wejSciowe
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Rys. 1-643. Zalezno$¢ temperaturowa mocy strat
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Rys. 1-644. Charakterystyki sterowania na- Rys. 1-645. Charakterystyki sterowania na-
pigciowego pigciowego
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Rys. 1-646. Zalezno$é pradu zerowego kolek- Rys. 1-647. Zalezno$¢ wspoélczynnika wzmoc-
tora od temperatury zlacza

nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-651. Zalezno$¢ napieciowa pojemnosci
Ca2p1Cr1p

Rys. 1-650. Zalezno$¢ czestotliwo$ei granicz-
nej od pradu kolektora



